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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中国科学院提出。
本标准由全国纳米技术标准化技术委员会(SAC/TC279)归口。
本标准起草单位:中国科学院上海微系统与信息技术研究所。
本标准主要起草人:陈一峰、陈小刚、宋志棠。
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引  言

  相变存储器是一种非易失性存储器,其存储单元在外部电场的电热学作用下可在高阻的非晶态和

低阻的多晶态间进行高速可逆的结构变化,变化前后的电阻差别可达10倍以上,从而实现数据存储的

功能。
相变存储单元的电学操作参数包括写操作参数以及擦操作参数。这些参数可以通过本标准的测试

规范准确的提取。它们不仅可以有效评估由相变存储单元构成的相变存储器的若干性能指标,还将为

相变存储器的驱动电路、读出电路以及存储阵列的设计提供依据。
相变存储单元可使用的相变材料种类繁多,可实现的器件结构也不唯一。本标准的测试规范可以

为不同相变材料、不同相变单元器件结构的性能表征以及相变存储器量产过程中工艺稳定性的监控提

供有效的手段。
由于操作电流和相变存储单元的电极尺寸关系密切,过大的电极尺寸会导致操作电流和功耗激增,

相应的电学操作参数测试规范也可能超出本标准规定的范围。具体到本标准,我们制定适用于存储器

的电极尺度小于100nm的相变存储单元,100nm~300nm的相变存储单元也可参照本标准执行。

Ⅳ

GB/T33657—2017



纳米技术 晶圆级纳米尺度相变存储
单元电学操作参数测试规范

1 范围

本标准规定了纳米尺度相变存储单元读写擦参数的晶圆测试规范,其测试结果可用于表征相变存

储材料或器件的电学可操作性能。
本标准适用于以硫系化合物为主要原料,基于半导体晶圆工艺加工制造的电极尺度小于100nm

的相变存储单元,100nm~300nm的相变存储单元也可参照本标准执行。
本标准不适用于包含外围驱动电路的存储单元。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 (IEC61010-
1:2001,IDT)

GB/T9178 集成电路术语

GB/T11464 电子测量仪器术语

GB/T13970 数字仪表基本参数术语

GB/T13978 数字多用表

3 术语和定义

GB/T9178、GB/T11464、GB/T13970和 GB/T13978界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1 
相变存储单元 phasechangememorycell
一种在外部电场的电热学作用下能够在多晶相和非晶相之间进行可逆的结构变化的存储器件

单元。

3.2 
写操作 resetoperation
相变存储单元在外部电场的作用下从多晶态转变为非晶态的过程。

3.3 
擦操作 setoperation
相变存储单元在外部电场的作用下从非晶态转变为多晶态的过程。

3.4 
读操作 readoperation
通过测量相变存储单元的电阻读出单元的存储状态。
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